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P A T E N T E  P E  I N V E N C I O N  

por VEINTE años

so lic itad a  an Espeja a favor ds D3NNIN0N NANUEACTOMNG 

COMPANY, do nacionalidad norteamericana, domiciliada en 300 

5 . Howard Street, Pramingham, Maaeachuaetts, C .S.A ., por "Per-

feocionaaientoe en loe conjunto# fotorreceptorea", con prio 

ridad de l a  so licitud  norteamericana 816.012 de fecha 15 

ju lio  1977. ------------------------------------- -- -------------------------

10. ANTBOSaBNTES DE LA INVENCION

La presenta invención se re fie re  a la  formación 

de imágenes por tranaferencia de carga y más particularmente 

a l a  formación de imágenes por transferencia de carga que 

u t i l iz a  un conjunto fotorreoeptor modificado para proporcio 

15. nar una disgregación reducida de l a  imagen durante e l proco

so de transferencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En l a  eleotrofotografía por transferencia de car­

ga, un material fotosensible se dota de la  imagen oleetro- 

eat&tiea de una imagen que se ha de reproducir. Entónese ae
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transfiere l a  imagen eleetroeetótica a un elemente que posee 

una superficie d ie léctrica . - - - - - - - - - - - - - - - -

Desgraciadamente, en e l use corriente de la  téeai. 

ca de transferencia da carga arriba citada, se ha enooatra- 

3 . do a menudo una disgregación disruptiva de l a  imagen cuando

se ha llevado l a  superficie fotoeeneible de carga a l a  proxi 

midad de l a  euperficie portadora. Se describe este efecto 

con detalle w  Xarozrachy and Rdated Procese, publicado por 

John H. Desreuer y Harold E. Clark, the Focal Press, Londres 

10. y  New York 1956, página 434. ------------------------------- --------

Consiguientemente, es una finalidad de la  invención 

reducir e l grado de degradación de l a  imagen que se produce 

cuando so Uava una superficie con una imagen eleetroestóti 

ca en la  proximidad de una euperficie a l a  que se ha de trena 

13. fe r ir  la  imagen eleetroest&tica. - - - - - - - - - - - - -

Otra finalidad de la  invención es de modificar un 

conjunto fotorrecoptor convencional para lograr una degrada 

oión de imagen reducida en la  eleo trofotograffa. Una fin a li  

dad asociada es d§ lograr un conjunto fotorrecoptor modifi- 

20. cedo pera su uso en la  reducción del grado de degradación

de la  imagen cuando se lle v a  una superficie cargada del oo& 

junto fotorrecoptor a l a  proximidad Ae una superficie dio- 

ló c tr ica  receptora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RXSUMEN DB LA INVENCION

25.  En e l logro de laa finalidadoa arriba citadas y



asociadas l a  invención proporciona un oanjunto fotorreoeptor 

que so u t i l iz a  ventajosamente on un sistema de formación da 

imágenes por transferencia do carga para tranaforir una ima 

gen desdo e l conjunto iotorreceptor a un elemento d ie lóctri

oo con una degradación reducida de la  imagen transferida. -

De acuerdo con un aspecto do l a  invención e l conjuga 

to fotorraeeptor para proporcionar l a  transferencia do ima­

gen con degradación reducida está formado por un eemicoadugi 

tor interpuesto entre un fotoconductor y un cube trato con­

ductor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Según otro aspecto de l a  invención e l semiconduc­

tor interpuesto entre elíbtoconductor y e l substrato conduc­

tor del conjunto fotorraeeptor tiene u&a resistiv id ad  de en 

tre K r  y 10 ohmios centímetro. - - - - - - - - - - - - -

De acuerdo con otro aapecto de l a  invención e l s^ 

miconductor se escoge de la  clase que comprende los pl&sti 

eos aemiconduetorea y lo s elastóceros semiconductores, por 

ejemplo, loe que ee proporcionan por conductores dispersos 

en una matriz bien da plástico bien da elastómero. Particu­

larmente puede formarse e l semiconductor dispersando e l ng 

gro da carbón en un elastómero o en una resina epoxi. -  -  -

De acuerdo con otro aspecto de la  invención e l fo 

toconductor se escoge de l a  clase que oonaiste en sulfuro 

de cadmio disperso en un aglutinante que comprende una ma-



t r iz  de polímero orgánico, con inclusión de la s  resinas ep¿ 

x í ,  laa  silicona* y loe termoplásticos, o e l selenio y lae 

aleaciones de ocíenlo, con inclusión del eelenlo amorfo, ca 

pao de aglutinante de óxido de zinc, y complejos de p o liv i- 

nilcarbazol-trinitrofluorenona. - - - - - - - - - - - -  —

De acuerdo coa otro aspecto de l a  invencida tanto 

e l fotooonduotor como e l semiconductor tienen la  forma de 

capas sobre un tambor, una correa fle x ib le , una placa o cual 

quier otro substrato apropiado que ea ventajosamente conduc­

tor. Los espesores de la s  capas foto conductoras y semioonduje 

toras convenientemente se hallan en la  gama de una milésima 

a 750 milésimas de pulgada. $1 fotoconductor y e l semicon-Su  ̂

tor pueden estar formados de l a  misma matriz p lástica  o alas 

tomérica, por ejemplo, una resina tanaofijabla y pueden lo ­

greros la s  deseadas propiedades semiconductoras y fotoeonduc 

toras variando l a  concentración de, por ejemplo, sulfuro de 

cadmio en l a  matriz. Una concentración apropiada de sulfuro 

ds cadmio para proporcionar la  semiconductividad es de 30% 

o más, s i  bien una concentración in ferio r a 30%, por ejemplo 

aproximadamente un 13%, proporcionará la  fotoconductividad.-

DB3CRIPCI0N DB LA DIBUJOS

Otros aspectos de l a  invención se harán evidentes 

después de considerar varias realizaciones ilu stra tivas  to­

madas conjuntamente con lo s  dibujos en lo s que; - - - - - -

la  Figura 1 es una v is ta  en perspectiva de un al&



menta de transferencia de carga esquemático que u t i l iz a  un 

conjunte fotorreceptor de acuerdo con l a  invención; y -  -  -

la  Figura 2 ee una v is ta  en perspectiva de un con 

junto fotorrecaptor alternativo. - - - - - - - - - - - - -

DESCRIPCION DETALLADA.

Haciendo referencia a loe dibujos, se da en l a  Pi 

gura 1 una representación esquemática de un conjunto de for­

mación de imagen por transferencia de carga, do acuerdo con 

la  invención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ea l a  realización particu lar de l a  Figura 1 ,  e l cq& 

junto fotorreceptor 20 es un tambor con una capa fotoconduc- 

tora 21 sobrepuesta a una capa semiconductora 23 sotare un 

substrato conductor 25. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En e l  proceso convencional de transferencia, l a  

presencia del campo eléctrico asociado con la s  cargas de la  

imagen e le c tro s tá t ic a  formada sobre e l tambor 20 da como 

resultado una degradación da l a  imagen en e l proceso de trans 

forond a. E l efecto de ta l degradación de imagen se mitiga 

de acuerde con la  invención por l a  inclusión del semiconduc­

tor 23 entre e l substrato conductor 25 y  el fotoconductor 2 1.

Otras formas de conjunto fotorreceptor de acuerdo 

con l a  invención pueden proporcionarse, por ejemplo, por la



c o m a  flex ib le  20' de l a  Figura 2, en la  que una cepa foto 

conductora 2 1 ' eató sobrepuesta a una capa semiconductora 

2 1 ' que a su vea está posicionada cobre un substrato conduc 

tor 25'*  Para lograr e l deeeade oubatrato eonduetor 25' ,  

puede aplicare# un revestimiento conductor a una película de 

plástico  o e l cuba trate puede aer una ldmina metálica delga­

da, por ejemplo, de níquel.

SI oubatrato conductor 25 del tambor 20 en l a  Figu 

ra  1 ea, a títu lo  de ejemplo, de aluminio, paro cualquier 

combinación de materiales que proporcione la  deseada condu& 

tividad puede u tiliza rse  también.

Se ha descubierto empíricamente que la s  capas eem̂  

conductoras 2 1 y 2 1 ' tiene preferiblemente un espesor del or 

den de 1 milésima a 750 milésimas da pulgada. La re s ia t iv t-  

dad de l a  capa semiconductora debe ser ta l  que l a  carga atra 

viese la  capa en un tiempo razonable, consiguientemente, la  

reaistividad  ee ventajosamente in fe io r a 10 ohmioa/oentí- 

metre,

Por otra parte, l a  resistiv idad  dsbe ser lo  su fi­

cientemente elevada para proporcionar una constante de tiem 

po para suavizar l a  transferencia de carga y a s i reducir la  

degradación de la  imagen de transferencia ta l como ha ocu­

rrido basta ahora. 2 1 n ivel in ferio r de resistiv id ad  de la s  

capas semiconductoras 23 y  2 1 ' depende del espesor de la s  03 

pas, d  espesor de l a  capa fotoconductora superpuesta y la  

velocidad de trabajo. 3c ha descubierto do modo general que



una resistiv idad  superior a 10^ ohmios/eont ime tro aa apropia 

da. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La capa semiconductora puado realizarse de d istin­

tas maneras. Puede estar formada pbr un p lástico  aemieondtig 

tor o un elastómero semiconductor. Cn agente conductor apro 

piado ae e l negro de carbón, mientras que una matriz apro­

piada para re c ib ir  e l negro de carbón es una resina epoxi. 

Asi puede formarse la  capa semiconductora dispersando e l ng 

gro de carbón en una matriz resín ica para lograr una re s is­

tividad dentro de lo s lim ites arriba citados. De modo pare­

cido, puede u tiliza rse  una gran variedad de cauchos coa ne­

gro de carbón para obtener l a  resistiv idad  deseada. -  -  -  -

El fotoeoaductor puede se r  del tipo utilizado de 

modo general en la  formación de imágenes electroestAticas. 

Las materiales que ce han encontrado satisfactorios con la  

capa semiconductora 23 ó 23* incluyen un complejo de po liv l 

n ilcarbaso! con trinitrofluoranona; sulfuro de cadmio diepeg 

so en una variedad de aglutinantes con inclusión de la s  re­

sinas epoxi, la s  silioonas y la s  resinas tarmoplásticas; e l 

selenio y  la s  aleaciones de eelenio, con inclusión del eele 

nio amorfo, y  e l Óxido de zinc de baja fa t ig a . - - - - - -

Sn general# para lo s fotoconductores con capa de 

aglutinante, l a  capa semiconductora temblón puede formarse 

del mismo material qúe e l fotoconductor, pero con una mayor 

concentración de elemento fotosensible, a s i una capa fotoeon



ductor* do sulfuro de cadmio en resina epoxi oca una concen­

tración del 18% oo comporto como aislador en l a  oscuridad, 

mientras que l a  mioma capa con una concentración del 30% de 

sulfuro de cadmio se comporta como un semiconductor en l a  

$ , oscuridad*

Con cualquiera de la s  capas fotoeonduetoras arriba 

citadas, se observa l a  disgregación dieruptiva de l a  imagen 

del tipo arriba citado cuando e l receptor de imagen latente 

consiste en una superficie d ie léctrica  contigua a una eupar- 

10. f ic ie  conductora, la  presencia de esta capa aemiconductora

23 ó 23* entre e l fctoconductor 21 ó 2 1 ' y e l substrato 29 

ó 25'# no obstante# reduce significantemente l a  degradación 

debido a la  disgregación disruptiva. S i bien no se comprende 

perfectamente e l fenómeno mediente el cual la  capa semicon- 

1$ . ductora elimina la  disgregación disruptiva# se cree que la

constante de tiempo introducida por esta capa semiconductora 

tiene un efecto de euevizar o reducir e l comportamiento p*& 

cipitado asociado de otra forma con l a  disgregación dierup­

tiv a .

20. lo dado a conocer en esta  invsncióa es ú t i l  en s i

tuacion** an la s  que es conveníante tran sferir una imagen de 

carga elsctroestátioa latente a cualquier elemento dielóotri 

co# por ejemplo, a un elemento dieléctrico  intermedio que 

subsiguientemente se trata  oon virador y luego se tranafie- 

%3. re  a imagen producida por virador a una copia de papel liso  

o una hoja d ie léctrica  que a su vas ss v ira  para producir

-  a -
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una capia.

S i bien se han expuesto distintos aspectos de la  

invención en lo s dibujos y en la  memoria, debe quedar enten­

dido que la  descripción detallada que aateoedeea da dnica- 

$ , mente a t ito lo  de ejemplo y que pueden realizarse distintos

cambios en la s  piezas, a s i como la  substitución de eoaetitu 

yantes equivalentes por loe que es ilustran  y se describen, 

sin  separarse del esp íritu  y alcance de l a  invención que se 

reivind ica en la s  reivindicaciones anexas. - - - - - - - - -

10. A lo s  efectos consiguientes se deelaran de novedad

y propiedad para España, sus te rrito rio s y plazas de soberar 

n ia , la s  reivindicaciones que siguen. - - - - - - - - - - -
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B?;IVI3 B I 3 A C I 3 ?ÍBS

1.  -  Perfeccionas!tato* en lo* conjunto* fotorreoou 

toreo, caracterizados porque e l  conjunto conprende: -  -  -  -

un foto conductor, - - - - - - - - - - - - - - - -

3. un substrato conductor. - - - - - - - - - - - - -

y  un eeaiconductor interpuewto entre dicho fotocqn 

ductor y dicho eubstrato conductor. - - - - - - - - - - - -

2 .  -  Perfeccionamiento* segdn l a  reivindicación 1. 

caracterizados porque dicho segundo conductor tiene una re-
s 1P

10. aistividad de entre 10 y 10 ohaios/oentfmetro. -  -  -  -  -

1. -  Perfeccionamientos segdn cualquiera de la s  rei. 

vindicaciones anteriora*, caraoterizadoa porque dicho semi- 

conduotor ae escoge de la  clase que coagnrende loa plásticos 

aamiconductore* y  loe elaatómeroa semiconductores. -  -  -  -  -

13.  4. -  Paríaceionaaiantoa según cualquiera de la*  re i

vindicaciones anteriores, caracterizado* porque dicho semi- 

conduotor ae escoge de l a  claae consistente en conductores 

dispersos en una matriz de p lástico  o caucho. - - - - - - -

3 .  -  Perfeccionamiento* según cualquiera de laa  re í

20. vindicaciones anteriores, caracterizados porqua dioho semi­

conductor se escoge de la  clase consistente en negro de car



bón ¿tapareo en caucho, negro de carbón disperso en una resi, 

na epoxi, o sulfuro áe cadmio en una matriz de p lástico . -  -

6 .-  Perfeccionamientos eegda cualquiera de lae  re i 

vindicacionea anteriores, caracterizados porque dicho foto- 

oonAuctor se oecoge de l a  clase eonsietente en sulfuro de 

cadmio disperso en un aglutinante, eelenio amorfo y alaaoio 

nos áe asíanlo, capas áe agutinante de Óxido de sino, y 

fotooonduetor orgánico. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

? . -  Perfeccionamientos segdn cualquiera de la s  re í  

vindicaciones anteriores, caracterizados porque dicho foto- 

conductor es una capa y dicho semiconductor es una capa. -  -

8 . -  Perfeccionamientos segdn cualquiera de la s  re i  

vindicaciones anteriores, caracterizados porque cada capa 

tiene un espesor del orden de una müósima a 750 milésimas 

de pulgada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 .  -  Perfeccionamientos segdn cualquiera de la s  re i 

vindicaciones anteriores, caracterizados porque dicho foto- 

conductor y dicho semiconductor son capas formadas con la  

misma matriz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  -  Perfeccionamientos segdn la  reivindicación 9, 

caracterizados porque l a  matriz es une resina orgánica te r- 

mofigable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11*- Perfeccionamientos aegdn l a  reivindicación 10, 

caracterizados porque dicha matriz contiene una concentración 

de st&furo de cadmio. - - - - - - - - - - - - - - - - -  —

5 . 12. -  Perfeccionamientos aegdn la  reivindicación 1 1 ,

caracterizados porque la  concentración de dichc eulfuro de 

cadmio en dicho semiconductor es de aproximadamente un 30% y 

la  concentración de dicho eulfuro de cadmio en dicho fotocon 

ductor es de aproximadamente un 18%. - - - - - - - - - - -

10. 13. -  "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CONJUNTOSFOTORBE-

CEPTORES". ---------------------------  -  -  - ---------------------------

Todo e lle  conforme se deecribe y reivindica en la  

preeente memoria que ooneta de doce hojea foliadae y  mecano 

grafiadas por una sola de sue caras y de una lámina de dibu

13* jos que la  ilu stra .

mcm.



DENNISON MANUFACTURING COJÍPANY HOJA UNICA

/¿7

f 7 ( ? . / ,

MADRID,  ̂ S JUL. 1978
^ ^ A!. CUREM.


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



